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Abstract of DE1 981 621 5 

The invention relates to a power capacitor for use 
in capacitor banks, which is built into a housing 
(1) and interconnected by means of ribbon 
cables. The capacitor and ribbon cable are 
interconnected using plug-in functional elements 
(5) which are mounted on the housing and into 
which contact blades arranged on the ribbon 
cables are inserted. 
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@ Leistungskondensator mit niederinduktiver Verschaltung 

@ Ein Leistungskondensator zum Einsatz in Kondensator- 
batterien ist in ein Gehause (1) eingebaut und mittels 
Flachbandleitungen verschaltet. Die Verschaltung zwi- 
schen Kondensator und Bandleitung erfolgt durch steck- 
bare Funktionselemente (5) die am Gehause angeordnet 
sind und in die an den Bandleitungen angeordnete Kon- 
taktmesser eingeschoben werden. 
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Beschrcibung 



Die Erfindung betrifft einen Leistungskondensator, der 
zum Einsatz in Kondensatorbatterien vorgesehen ist, bei de- 
nen eine niederinduktive Verschaltung mittels Flachbandlei- 
tungcn erfolgt. 

Ein derartiger Kondensator ist aus der EP0450 122 Bl 
bekannt. 

Die Enlwicklung von Leistungselektronik-Kondensalo- 
rcn richtct sich stark an der Systcmcntwicklung der Umrich- 
ter und den zur Verfugung stehenden Haibleiterventilen aus. 
Inzwischen werden IGBT (insulated gate bipolar transistor)- 
Halbleiter nicht nur ira 100 kW-Bereich eingesetzt, sondern 
es existieren Konzepte zur Herstellung von Hochleislungs- 
umrichtern fiir die Traktion und Industrie im Bereich bis zu 
6 MW. Die Enlwicklung konzentriert sich dabei auf Modu- 
larity und Standardisierung der Baugruppen. Aus dieser 
SLrategie leitet sich auch die Forderung nach entsprechend 
optimierten Bauelementen ab. 

Die vorhandenen Zwischenkreiskondensatoren haben 
zwar durch BaugroBenreduzierung und Absenkung der 
Streuinduktivitat beachtliche Erfolge erzielt, die aktuellen 
Marktforderungcn konncn aber zur Zeit nur suboptimal er- 
fiillt werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Lei- 
stungskondensator der eingangs genannten Art mil optimal 
an den Einsatz in IGBT-Invertem angepaBten Eigenschaften 
bei gleichzeitiger Kostenreduzierung anzugeben. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB die Verschaltung zwischen Kondensator und Bandlei- 
Lung mitlels Steckelementen erfolgt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Untcranspru- 
chen angefuhrt. 

Die Erfindung wird anhand der folgenden Ausfiihrungs- 
beispiele naher erlautert. 

In der dazugehorenden Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein Kondensatorgehause mit steckbarem Funkti- 
onselement, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Gehause rnit steckbar aus- 
gebildeten Bandleitungen, 

Fig. 3 und 4 Schnittbilder gemaB den in Fig. 2 angegebe- 
nen Schnittlinien und 

Fig. 5 eine vergroBerte Darstellung des steckbaren Funk^ 
tionselements in Fig. 1. 

In Fig. 1 ist ein Gehause 1 dargcstellt, in das der Konden- 
sator eingebaut ist. Am Gehause sind steckbare Funktions- 
elemente 5 angeordnet, die in der Fig. 5 naher erlautert sind. 

Das Gehause 1 wird spater auf einen in der Figur nicht 
dargestellten IGBT-Inverterbaustein montiert. 

In der Fig. 2 ist die Draufsicht auf eine Bandleitung 2 dar- 
gestellt, die sich oberhalb des in der Figur strichpunktiert 
gezeichneten Kondensatorgehauses 1 befindet. 

Wie aus den Fig. 3 bzw. 4 hervorgeht, ist die Bandleitung 
2 steckbar ausgcbildct, wozu das Blechmaterial derBandlci- 
tung 2 in geeigneter Weise ausgestanzt und gebogen (Mes- 
serkontakt) wird. Dieser Biegevorgang kann kostengunstig 
bei der Herstellung der Bandleitung 2 erfolgen, wobei ein 
zusalzliches Bauteil nicht erforderlich isL. Der Kontakt wird 
iibcr den gebogenen Blcchstrcifcn 6 bzw. uber einen zusatz- 
lich montierten Blechwinkel, in Verbindung mit dem in der 
Fig. 5 dargestellten Gegenstuck 7 der steckbaren Funktions- 
einheit 5 herstellt. 

Das Gegenstuck ist aus mehreren, federnden Kontaktelc- 
menten hergestellt, urn den Ubergangswiderstand zu mini- 
mieren. Das Kondensatorgehause 1 kann zusatzlich mit ei- 
nem oder mehreren Konstruktionselementen mit Rast- oder 
Schnappfunktion 9, 10 ausgeslattel werden und beispiels- 
weise mit einer Hilfsvorrichtung vibrationsfrei auf die 



Bandleitung 2 montiert werden, 

Aus der Fig. 5 ist weiterhin ersichtlich, daB das steckbare 
Funktionselement 5 mit einer Anzahl von federnd ausgebil- 
deten Kontaktpunkten 8 ausgefuhrt sein kann. 

5 Im Gegensatz zu den in den Figuren dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispielen konncn die Steckclemcnte auch derart 
ausgebildet werden, daB das Gegenstuck 7 mit den federn- 
den Kontaktelementen 8 nach Fig. 5 funktional vergleichbar 
auf die Bandleitung 2 montiert ist und der Blechslreifen 

to (Messcrkontakt 6) in geeigneter Weise am Kondensatorge- 
hause 1 angeordnet wird. 

Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung mittels 
Steckelementen lassen sich die Anforderungen an einen 
IGBT-Zwischenkreis- oder Entkopplungskondensator erful- 

15 len, bei dem vergleichsweise hohe Strome (10-500 A) nie- 
dere parasitare Induktivitaten LcTkond (ini Bereich < 80 nH) 
und erhebliche Impulsstrome I s (im Bereich 0,1-500 kA) 
beherrscht werden, 
Durch die Verschaltung mehrerer Kondensatoren mittels 

20 der Bandleitung 2 wird die Forderung nach einer Kreisin- 
duktivitat L kre i s < 100 nH durch kurze Leitungslangen 
moglich, wobei gleichzeitig die Anzahl der parallel geschal- 
teten Kondensatoren n^ond optimiert werden kann, urn den 
bekannten Effekt L kreis ~ (l/n koild ) + L syslein wirkungsvoll zur 

25 Reduzierung der Kreisindukti vital I^ms auszunutzen. 

Ein weiterer Vorteil bei der erfindungsgemaBen Verschal- 
tung durch Steckelemente liegt darin, daB keine nennens- 
werten Montagekosten entstehen, so daii bei Beriicksichti- 
gung der Montagekosten problemlos die Anzahl der ver- 

30 wendeten Bauelemente den Forderungen nach niederer 
Kreisinduktivitat Lia-ds angepaBt werden und auf die haufig 
verwendeten En tkopplungs kondensatoren mit der aufwen- 
digen Verschaltung in der Regel verzichtet werden kann. 
Die Anzahl der Steckelemente wird nach dem Gesichts- 

35 punkt der Stromtragfahigkeit (Betriebsstrom z. B. 200 A c ff/ 
Kondensator) und der zulassigen parasitaren Induktivitat 
LGkond festgelegt, wobei die Anzahl zwei nicht unterschrit- 
ten wird. Vorzugsweise werden vier bis sechs steckbare 
Funktionselemente 5 am Kondensatorgehause 1 angeordnet. 
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Patentanspriiche 

1. Leistungskondensator, der zum Einsatz in Konden- 
satorbatterien vorgesehen ist, bei denen eine niederin- 
duktive Verschaltung mittels Flachbandleitungen er- 
folgt, dadurch gekennzeichnet, daB die Verschaltung 
zwischen Kondensator und Bandleitung (2) mittels 
Steckelementen erfolgt. 

2. Leistungskondensator nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Anzahl der Steckelemente pro 
Kondensator >2 ist. 

3. Leistungskondensator nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Anzahl der Steckelemente pro 
Kondensator 4 bis 6 betragt. 

4. Leistungskondensator nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Steckelemente 
als Messerkontakt ausgebildet sind. 

5. Leistungskondensator nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Messcrkontakt aus cincm aus 
der Bandleitung (2) abgebogenen Blechstreifen (6) be- 
steht, der in ein am Kondensatorgehause (1) angeord- 
netes Gegenstuck (5) eingreift, 

6. Leistungskondensator nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Gegenstuck (5) aus mehreren 
federnden Kontaktelementen (7, 8) besteht. 

7. Leistungskondensator nach einem der Anspriiche 4 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB Blechstreifen (6) 
und Gegenstuck (5) durch eine Rast- und/oder 
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Schnappkonstruktion (9, 10) mitcinandcr vcrbundcn 
sind. 
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FIG 5 5 
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